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Description

Ce lot est composé de transistors bipolaires au silicium.

Les transistors bipolaire possédent deux jonctions PN, c'est-a-dire une zone ou le dopage
varie brusquement passant d'un dopage p a un dopage n. La premiére jonction est directe,
la seconde en inverse. L'utilisation de ces deux jonctions permet d'amplifier le courant,
c'est I'effet transistor.

Le dopage est une introduction de petites impuretés dans un matériau. Cette introduction
produit un excés ou un déficit d'électrons. Lorsque des semi-conducteurs, dopés
differemment, sont mis en contact, une jonction est créée. Cette jonction permet de
contrdler la direction et la quantité du courant.

Utilisation

Ces composants sont conservés par I'Institut Universitaire de Technologie. Ces éléments
sont utilisés par les étudiants du département Génie électrique (GEIl) de I'lUT dans le
cadre de cours de conception de systémes électriques en bureau d'étude.

Ces transistors étaient utilisés dans des circuits électroniques.

L'utilisation de silicium, élément chimique moins sensible a la température que le
germanium, permet de diminuer la taille des transistors.
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